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1. 諸言 

太陽光発電の持続的な普及のため、太陽電池は変

換効率の向上とコスト削減が求められる。単結晶 Si 太

陽電池セルは Al-BSF 型のセルが用いられているが、

さらなる変換効率の向上のため、メタルラップスルー 

(Metal Wrap Thrugh (MWT)) 型セルの開発が進められ

ている。 

MWT 型セルは、シリコンウェハにレーザ加工などで

貫通穴を開け、表面電極で集電した電荷を裏面に導く

構造であるため、セル裏面は隣接する p 電極と n 電極

の間の拡散層を分離するアイソレーション加工が必要

となる。この加工により、セルの性能は大きく変化する

ため、溝深さと電気的分離の良否を評価することは重

要である。 

本報告では、ドープ条件によりシート抵抗が異なる試

料に電極を形成し、電極間にアイソレーション加工を行

い、拡散層を分離し、溝深さと電極間の抵抗の関係を

検討した。 

 

2. 実験方法 

単結晶p型Siウェハにリンドープし、CVDで窒化シリ

コンを成膜した上に図 1に示す電極を焼成した。シート

抵抗が60/□ と80/□ の2種類の単結晶シリコンセ

ルを準備し、波長 355nm のピコ秒レーザにより溝加工

を行った。溝幅はいずれも 20m とし、パルス間隔によ

り深さを変えた溝を加工した。 

デバイスアナライザ (KEYSIGHT製 B1500A) にて

電極間の抵抗を測定した。溝の深さはレーザ顕微鏡(レ

ーザーテック製 L3)で測定し、走査型電子顕微鏡(日

立ハイテクノロジーズ製 S-3700)で溝周辺を観察した。 

 

3. 結果と考察 

図2に示すように、溝が深くなるにつれ抵抗は微増し、

7mより深くなると急峻な増加がみられ、11µmで 60k

に達した。図にSEM観察した 7mと 11mの溝を示す。 

レーザ加工くずが溝側面に付着している様子が見られ

たが、溝形状に明らかな違いは見られなかった。 

 

4. 結言 

MWT セルのアイソレーションのため、溝深さと抵抗

の関係を検討した結果、ある深さを超えると抵抗が大き

く増大した。抵抗が増大する溝深さに、シート抵抗によ

る明らかな差異は見られなかった。 
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Fig.3 Isolation Trench 
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Fig.2 Resistivity 
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